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Telefunken

Diode BAY80

Datasheet

BAY 80

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode

Anwendungen: Allgemein
Abmessungen in mm

Eathode. 'R #0838
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Bestempelung: Klartext oder Farbcodierung nach Pro electron

Absolute Grenzdaten
Periodische Spitzensperrspanniung
Sperrspannung

StoBdurchlafstrom
t,= 1us

Periodischer Durchlalspitzenstrom
DurchlaBstrom

DurchilaBstrom, Mittelwert
Spearrschichtlempearatur

Lagerungstemperaturberaich

MNormgehause

54 A2 DIN 41 BBO
JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,15 g

150 v
120 v

1 A

625 m
250 ma
200 miA
175 G
=65...+ 200 "G
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Telefunken Diode BAY80 Datasheet

Warmewiderstand Min. Tvp. Masx.
Sperrachicht - Umgebung
= 4 mm, ?L « kanstant R 350 KN
Kenngréfen

T = 25°C. falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung

b= 0, mh [V 04 0,52 v

.= 10 mA L 0,63 078 W

.= 50 mA L, 0,73 092 W

=100 ma L1, 0,78 1 W

I.=150 mA L 107 v
Sperrstrom

=120V L 100 na

UH=12£|".-'.TI=1EG‘-‘C L 100 pA
Durchbruchspannung

=100 pA L.I':E_._h':' 150 v
Diodenkapazitat

L =0V, f=1MHz, c, 1.5 5 pF
Differenzieller Durchlabwiderstand

l.=10mA r 5 Q
Rlickwarisarholzeit

fe=I, =30mA, i, =3mh R =1000 i 50 ns

t
1 B -
+ =001, ,=03ms
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